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MC9RS08KA8 系列
封面：MC9RS08KA8

MC9RS08KA4
特点：

• 8 位 RS08 中央处理器单元（CPU）

– 高达 20 MHz 的 CPU，温度范围为-40°C 至 85°C，
温度范围为 1.8V 至 5.5V

– 添加 BGND 指令的 HC08 指令集子集

• 片上内存

– 8 KB 闪存读取/程序/擦除在满工作电压和温度下；

KA4 有 4 KB 闪存

– 254 字节随机存取存储器（RAM）；KA4 有 126 字

节 RAM
– 防止未经授权访问 RAM 和闪存内容的安全电路

• 节电模式

– 等等，然后停下来

– 使用实时中断（RTI）、KBI 或 ACMP 从省电模式唤

醒

• 时钟源选项

– 振荡器（XOSC）-环路控制穿孔振荡器；晶体或陶

瓷谐振器范围为 31.25 千赫

39.0625 kHz 或 1 MHz 至 5 MHz
– 内部时钟源（ICS）-内部时钟源模块包含由内部或

外部参考控制的频率锁定回路（FLL）；内部参考的

精确修剪允许 0.2%的分辨率和 2%的温度和电压偏

差；支持高达 10 MHz 的总线频率

• 系统保护

– 看门狗计算机正常运行（COP）重置，可以选择从

专用的 1 kHz 内部时钟源或总线时钟运行

– 带有重置或中断的低压检测

– 带有重置的非法操作码检测

– 通过重置进行非法地址检测

– 闪光灯块保护

• 开发支持

MC9RS08KA8
20 针 W-SOIC16 针 W-SOIC 外壳 751D字

母 T 字母 bD 案例 751G

20 针 PDIP16 针 PDIP 外壳 738C待定案例

648

16 针 TSSOP 外

壳 948F

– 单线后台调试接口

– 断点功能允许在电路内调试期间设置单个断点

• 外围设备

– ADC—12 通道，10 位分辨率；2.5Μs 转换时间；自

动比较功能；停止运行；功能齐全，从 2.7V 到

5.5V（8 通道）

在 16 针包装上可用）

– TPM—一个 2 通道；每个通道上可选的输入捕获、

输出比较或缓冲边缘或中心对齐 PWM
– IIC—集成电路总线模块，能够在最大总线负载下

运行高达 100 kbps；能够以更低的负载实现更高的

包德率

– MTIM1 和 MTIM2—两个 8 位模量计时器

– KBI—带有上升或下降边缘检测的键盘中断；16 针

和 20 针封装中的八个 KBI 端口

– ACMP—模拟比较器：完整的铁路到铁路供应操

作；与固定内部带隔比较的选项

参考电压；可以在停止模式下运行

• 输入/输出

– 14/18 GPIO，包括一个仅输出引脚和一个仅输入引

脚

– 所有输入引脚上的滞后和可配置的上拉装置；所有

输出引脚上可配置的减压率和驱动强度

• 套餐选项

– 16 针 SOIC、PDIP 或 TSSOP
– 20 针 SOIC 或 PDIP

本文档包含有关正在开发的产品的信息。Freescale 保留更改或终止本产品的权利，恕不另行通

知。

飞思卡尔半导体

数据表：技术数据

文件编号：MC9RS08KA8
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以下修订历史表总结了本文档中包含的更改。

重写 日期 更改描述

1 2008 年 1 月

22 日

首次公开发布

2
2008 年 10 
月 7 日

更新图 4 和图 10。
更新了“如何联系我们”信息。

添加了 16 针 TSSOP 软件包信息。

3 2008 年 11
月 4 日

更新的工作电压表 7。

4 2009 年 6 月

11 日

在 5V，I 时增加了高驱动的输出电压供电量= 10 mA 在表 7。

相关文档
查找所有文档的最新版本：http://www.freescale.com

参考手册 （MC9RS08KA8RM）

包含广泛的产品信息，包括操作模式、内存、重置和中断、寄存器定义、端口引

脚、CPU 和所有模块信息。

MCU 方块图

1 MCU 方块图
方框图，图 1，显示了 MC9RS08KA8 MCU 的结构。
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PTA5/TCLK/重置/V
代表

PTA4/ACMPO/BKGD/MS
PTA3/KBIP3/SCL/ADP3
PTA2/KBIP2/SDA/ADP2

PTA1/KBIP1/TPMCH1/ADP1/ACMP-
PTA0/KBIP0/TPMCH0/ADP0/ACMP+

PTB7/SCL/EXTAL
PTB6/SDA/XTAL

PTB5/TPMCH1 PTB4/TPMCH0
PTB3/KBIP7/ADP7
PTB2/KBIP6/ADP6
PTB1/KBIP5/ADP5
PTB0/KBIP4/ADP4

PTC3/ADP11
PTC2/ADP10
PTC1/ADP9
PTC0/ADP8

图 1。MC9RS08KA8 系列方框图

2 引脚分配
本节显示 MC9RS08KA8 系列可用软件包中的引脚分配。

引脚分配

表 1。按包引脚计数的引脚可用性

别针

数
<-- 最低 优先地位 -->最高

20 16 端口别

针
Alt 1 阿尔特 2 备选 3 备选 4

IIC 模块（IIC）

模拟比较器（ACMP）

10 位

模拟数字

转换器（ADC）

键盘中断

16 位计时器/PWM
模块（TPM）

8 位计时器

（MTIM1 和 MTIM2）
用户内存

（MC9RS08KA8 = 254
字节）

（MC9RS08KA4 = 126
字节）

20 MHz 内部时钟源

（ICS）

低功耗振荡器

31.25 千赫至 39.0625 千赫

1 MHz 至 5 MHz
（XOSC）

电压调节器

V纳
粹

党

卫

军

V女
儿

用户闪光灯

RS08 核心

CPU BDC

RS08 系统控制
重置和中断
操作模式
电源管理

）（MC9RS08KA8 = 8192 字节
MC9RS08KA4 = 4096 字节）（V代

表

警察

唤醒

RTI

LVD
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1 1 PTA5 TCLK 调整 V 代表

2 2 PTA4 ACMPO BKGD 女士

3 3 V 女儿

4 4 V 纳粹党卫军

5 5 PTB7 SCL1 极端的

6 6 PTB6 SDA1 XTAL

7 7 PTB5 TPMCH12

8 8 PTB4 TPMCH02

9 — PTC3 ADP11

10 — PTC2 ADP10

11 — PTC1 ADP9

12 — PTC0 ADP8

13 9 PTB3 KBIP7 ADP7

14 10 PTB2 KBIP6 ADP6

15 11 PTB1 KBIP5 ADP5

16 12 PTB0 KBIP4 ADP4

17 13 PTA3 KBIP3 SCL1 ADP3

18 14 PTA2 KBIP2 SDA1 ADP2

19 15 PTA1 KBIP1 TPMCH12 ADP1 ACMP-

20 16 PTA0 KBIP0 TPMCH02 ADP0 ACMP+
1 IIC 引脚可以重新映射到 PTA3 和 PTA2
2 TPM 引脚可以重新映射到 PTA0 和 PTA1
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图 2。MC9RS08KA8 系列 20 针 PDIP/SOIC 封装

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

13

14

PTC2/ADP10

PTB4/TPMCH0

PTC3/ADP11 PTC0/ADP8

PTB3/KBIP7/ADP7

PTB2/KBIP6/ADP6

PTB1/KBIP5/ADP5

PTB0/KBIP4/ADP4

PTA2/KBIP2/SDA/ADP2

PTA3/KBIP3/SCL/ADP3

PTA1/KBIP1/TPMCH1/ADP1/ACMP-

PTA0/KBIP0/TPMCH0/ADP0/ACMP+

PTC1/ADP9

PTA5/TCLK/重置 /V代

表
PTA4/ACMPO/BKGD/MS

V女

儿
V纳

粹

党

卫

军

PTB7/SCL/EXTAL

PTB6/SDA/XTAL

PTB5/TPMCH1

15

16

17

18

19

20
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图 3。MC9RS08KA8 系列 16 针 PDIP/SOIC/TSSOP 封装

3 电气特性

3.1 简单介绍

本章包含发布时可用的 MC9RS08KA8 系列微控制器的电气和定时规范。

3.2 参数分类

本补编中显示的电气参数通过各种方法得到保证。为了让客户更好地了解以下分类，并酌情在表

格中相应地标记参数：

表 2。参数分类

P 这些参数在每个单独的设备的生产测试中得到保证。

字母

C
这些参数是通过测量跨过程变化的统计相关样本大小来实现的。

字母

T
除非另有说明，否则这些参数是通过在典型条件下对典型设备的小样本量进行设计表征来实现的。典型

列中显示的所有值都属于此类别。

D 这些参数主要来自模拟。

笔记

分类酌情显示在参数表中标有“C”的列中。

3.3 绝对最高评级

绝对最大额定值仅为应力额定值，不能保证最大值的功能操作。压力超过中规定的极限表3 可能

会影响设备可靠性或对设备造成永久性损坏。有关功能操作条件，请参阅本章的其余表格。

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

13

14

15

16

12

PTB3/KBIP7/ADP7

PTB2/KBIP6/ADP6

PTB1/KBIP5/ADP5

PTB0/KBIP4/ADP4

PTA2/KBIP2/SDA/ADP2

PTA3/KBIP3/SCL/ADP3

PTA1/KBIP1/TPMCH1/ADP1/ACMP-

PTA0/KBIP0/TPMCH0/ADP0/ACMP+

PTB4/TPMCH0

PTA5/TCLK/重置 /V代

表
PTA4/ACMPO/BKGD/MS

V女

儿
V纳

粹

党

卫

军

PTB7/SCL/EXTAL

PTB6/SDA/XTAL

PTB5/TPMCH1
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该设备包含防止高静电或电场损坏的电路；但是，建议采取正常的预防措施，以避免对该高阻

抗电路施加任何高于最大额定电压的电压。如果未使用的输入绑定到适当的逻辑电压电平（例

如，V 纳粹党卫军或 V 女儿）或启用与引脚关联的可编程上拉电阻。

表 3。绝对最高评级

评分 标志 价值 单位

电源电压 V 女儿 –0.3 到 5.8 V

最大电流进入 V 女儿 我女儿 120 妈

数字输入电压 V 铟 –0.3 到 V 女儿 + 0.3 V

瞬时最大电流

单引脚限制（适用于所有端口引脚）1，2，3
我 D  ±25 妈

存储温度范围 字母 TStg –55 到 150 °字母 C
1 输入必须电流限制为指定的值。要确定所需限流电阻的值，请计算正（V）的电阻值女儿）和负（V 纳粹党卫军）钳电压，然

后使用两个电阻值中较大的一个。

2 所有功能性非供应销都内部夹紧到 V 纳粹党卫军和 V 女儿除了 RESET/V 代表内部夹在 V 上的销纳粹党卫军 只是。

3 电源必须在运行 V 中保持监管女儿 在瞬时和运行最大电流条件下的范围。如果正注入电流（V 铟 > V 女儿）比我更伟大女儿，

注入电流可能会从 V 流出女儿 并可能导致外部电源脱离监管。确保外部 V 女儿负载将分流电流大于最大注入电流。当 MCU
不消耗电力时，这将是最大的风险。例如：如果没有系统时钟，或者时钟速率非常低，这将降低整体功耗 Mption。

3.4 热特性

本节提供有关工作温度范围、功耗和封装热阻的信息。与片上逻辑和稳压器电路中的功耗相比，

I/O 引脚的功耗通常很小由用户决定，而不是由 MCU 设计控制。为了拿 PI/O在功率计算中，确

定实际引脚电压和 V 之间的差异纳粹党卫军或 V 女儿并乘以每个 I/O 引脚的引脚电流。除引脚电流

异常高（重负载）外，引脚电压和 V 之间的差值纳粹党卫军或 V 女儿会非常小。

表 4。热特性

评分 标志 价值 单位

工作温度范围（包装）
字母 T 罗马字

母的第一个字母

字母 T 字母 l

到 TH–40
到 85

°字母 C

最高连接温度 字母 TJMAX 105 °字母 C

耐热性 16 针 PDIP ΘJA 80 °C/W

耐热性 16 针 SOIC ΘJA 112 °C/W
表 4。热特性（续）

评分 标志 价值 单位

耐热性 16 针 TSSOP ΘJA 75 °C/W

热阻 20 针 PDIP ΘJA 75 °C/W
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热阻 20 针 SOIC ΘJA 96 °C/W

平均切屑结温度（TJ）在°C 可以从以下地址获得：

字母 T 第十个英文字母 J= T 罗马字母的第一个字母+（PD × ΘJA） Eqn。1

在哪里：

字母 T 罗马字母的第一个字母=环境温度，°字母 C

ΘJA=封装热阻，连接到环境，°C/W

PD= PInt+PI/O

PInt=我女儿 ×V 女儿，瓦特芯片内部电源

PI/O=用户确定的输入和输出引脚的功耗

对于大多数应用，PI/O<< PInt并且可以被忽视。PD 和 TJ 之间的近似关系（如果 PI/O被忽视）是：

PD= K÷（T 第十个英文字母 J+ 273°C） Eqn。2

解决方程 1 和方程 2 对于 K 给：

K = PD ×（T
罗马字母的第一个字母+ 273°C）+ΘJA×（PD）2 Eqn。3

其中 K 是与特定部分相关的常数。K 可以从中确定方程 3 通过测量 PD（处于平衡状态）对于一

个已知的 T 罗马字母的第一个字母。使用 K的这个值，P的值 D和 T 第十个英文字母 J可以通过迭代求解

任何 T 值的方程 1 和 2 来获得罗马字母的第一个字母。

3.5 ESD 保护和闩锁免疫

虽然静电放电（ESD）的损坏在这些设备上比早期的 CMOS 电路少得多，但必须采取正常的处

理预防措施，以避免暴露于静电放电。进行资格测试，以确保这些 deviCes 可以承受合理水平的

静电暴露，而不会受到任何永久性损害。

所有 ESD 测试都符合汽车级集成电路的 AEC-Q100 应力测试资格。在设备鉴定期间，对人体模

型（HBM）、机器模型（MM）和充电设备模型（CDM）进行了 ESD 应力。

如果暴露于 ESD 脉冲后，设备不再符合设备规格，则设备被定义为故障。根据适用的设备规格

在室温下进行完整的直流参数和功能测试，然后是高温 Perature，除非设备规范中另有说明。

表 5。ESD 和闩锁测试条件

型号 描述 标志 价值 单位

人体 系列电阻 R1 1500 Ω
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存储电容 字母 C 100 pF

每个引脚的脉冲数 — 3 —

系列电阻 R1 0 Ω

存储电容 字母 C 200 pF机器

每个引脚的脉冲数 — 3 —

最小输入电压限制 — –2.5 V
闩锁

最大输入电压限制 — 7.5 V

表 6。ESD 和闩锁保护特性

不。 评分 1
标志 分钟 麦克斯 单位

1 人体模型（HBM） VHBM ±2000 — V

2 机器型号（MM） V 毫米 ±200 — V

3 充电设备型号（CDM） VCDM ±500 — V

T 处的闩锁电流罗马字母的第一个字母= 
85°字母 C
（适用于除针 9 以外的所有针脚

PTC3/ADP11）

我 LAT ±1002 — 妈

4
T 处的闩锁电流罗马字母的第一个字母= 
85°字母 C
（适用于引脚 9 PTC3/ADP11）

我 LAT ±753 — 妈

1 除非另有说明，否则参数是通过在典型条件下对典型设备的小样本量进行设计表征来实现的。

2 这些针脚符合 JESD78A 第二类（第 1.2 节）A 级（第 1.3 节）要求±100mA。
3 此引脚符合 JESD78A 第二类（第 1.2 节）B 级（第 1.3 节）特征±75mA。这个引脚只存在于 20 个

引脚包装类型上。

3.6 DC 特性

本节包括有关电源要求、I/O 引脚特性和各种工作模式下的电源电流的信息。

表 7。直流特性（温度范围=-40 至 85°C 环境）

参数 标志 分钟 典型的 麦克斯 单位

电源电压（运行、等待和停止模式。）

0 < f 公共汽车 <10MHz
V 女儿上升

的 V 女儿坠

落

V 女儿

2.0
1.8

— 5.5 V

施加到 V 的最小 RAM 保留电源电压女儿 V 公羊 0.81 — — V
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低压检测阈值

（V 女儿 坠落）

（V 女儿 上升）

VLVD 1.80
1.88

1.86
1.94

1.95
2.03

V

开机重置（POR）电压 V 波尔 1 0.9 — 1.7 V

表 7。直流特性（温度范围=-40 至 85°C 环境）（续）

参数 标志 分钟 典型的 麦克斯 单位

输入高压（V 女儿> 2.3V）（所有数字输入） VIH 0.70×V 女儿 — — V

输入高压（1.8 V≤V 女儿 ≤2.3 V）（所有数字输入） VIH 0.85×V 女儿 — — V

输入低电压（V 女儿 > 2.3 V）（所有数字输入） V 伊利诺伊州 — — 0.30×V 女儿 V

输入低电压（1.8 V）≤V 女儿 ≤2.3 V）
（所有数字输入）

V 伊利诺伊州 — — 0.30×V 女儿 V

输入滞后（所有数字输入） VHys1 0.06×V 女儿 — — V

输入泄漏电流（每针）

V 铟= V 女儿或 V 纳粹党卫军，所有输入仅针脚 |我铟| — 0.025 1.0

Μ 罗马

字母的

第一个

字母

高阻抗（非状态）泄漏电流（每针）

V 铟= V 女儿或 V 纳粹党卫军，所有输入/输出 |我盎司| — 0.025 1.0

Μ 罗马

字母的

第一个

字母

内部上拉电阻 2（所有端口引脚） 字母 RPU 20 45 65 KΩ

内部下拉电阻 2（除 PTA5 外的所有端口引脚） 字母 R 付讫 20 45 65 KΩ

PTA5 内部下拉电阻 — 45 — 95 KΩ

输出高压-低驱动（PTxDSn = 0）
5 V，I 供电量= 2 毫安

3 V，I 供电量= 1 毫安

1.8 V，I 供电量= 0.5 毫安 V 女儿– 0.8

—
—
—

—
—
—

输出高压—高驱动（PTxDSn = 1）
5 V，I 供电量= 10 毫安

5 V，I 供电量= 5 毫安

3 V，I 供电量= 3 mA
1.8 V，I 供电量= 2 毫安 V 啊

V 女儿– 0.8 —
—
—
—

—
—
—
—

V

最大总计 I 啊适用于所有端口引脚 |我 OHT| — — 40 妈

输出低电压—低驱动（PTxDSn = 0）
5 V，I 供电量= 2 
mA 3 V，I 供电量= 
1 毫安

1.8 V，I 供电量= 0.5 毫安

—
—
—

—
—
— 0.8

输出低电压—高驱动器（PTxDSn = 1）
VOL V
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5 V，I 供电量= 10 毫安

5 V，I 供电量= 5 毫安

3 V，I 供电量= 3 mA
1.8 V，I 供电量= 2 毫安

—
—
—
—

—
—
—
—

0.8

最大总计 IOL适用于所有端口引脚 我奥尔特 — — 40 妈

直流注入电流 1，2， 3，4

V 铟< V 纳粹党卫军，V 铟> V 女儿

单针限制

总 MCU 限制，包括所有应力引脚的总和
—
—

—
—

0.2 
0.8 妈

输入电容（所有非供应引脚） 字母 C 铟 — — 7 pF
1 此参数具有特征，而不是在每台设备上进行测试。

2 拉电阻的测量条件：V 铟 = V 纳粹党卫军 用于引体向上和 V 铟 = V 女儿 用于下拉。

V 女儿= 5.5 V（高驱动器）

1 All functional non-supply pins are internally clamped to VSS and VDD except the  RESET/VPP which is internally clamped to 
VSS only.

2 Input must be current limited to the value specified. To determine the value of the required current-limiting resistor, calculate 
resistance values for positive and negative clamp voltages, then use the larger of the two values.

3 Input must be current limited to the value specified. To determine the value of the required current-limiting resistor, calculate 
resistance values for positive and negative clamp voltages, then use the larger of the two values.

4 This parameter is characterized and not tested on each device.

图 4。典型的我 啊 对 V 女

儿

–V啊

我
啊

Vs V
女

儿

—V
啊
（高驱动）在 V

女儿
=5.5 伏

-25
-20
-15

-10
-5
0

0.10.20.40.60.8 1.21.41.61.8 21
V女

儿

—V啊 （五

）

我啊
（

毫

安
）

字

母

C

85
25字

母

C
-40字

母

C
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V 女儿= 5.5 V（低驱动）

V 女儿= 3 V（高驱动器）

图 5。典型的我 啊 对 V 女

儿

–V啊

我啊 Vs V女

儿

—V啊 （低驱动）在 V 女

儿

= 5.5 V

-12
-10
-8
-6
-4
-2
0

0.6 0.8 1.0 1.2 1.60.4 1.8 2.01.40.1 0.2
V女

儿

—V啊 （五

）

我啊
（

毫

安
）

字

母

C

85
字

母

C

25
-40字

母

C

图 6。典型的我 啊 对 V 女

儿

–V啊

我啊 Vs V女

儿

V—啊 （高驱动）在 V 女

儿

= 3 V

-20

-15

-10

-5

0
1.41.21.00.80.60.40.2

V女

儿

—V啊 （五

）

我啊
（

毫

安
）

85字
母

C
字

母

C

25
-40字

母

C
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V 女儿= 3 V（低驱动）

图 7。典型的我 啊 对 V 女

儿

–V啊

我啊 Vs V女

儿

—V啊 （低驱动）在 V 女

儿

= 3 V

-5

-4

-3

-2

-1

0
1.41.21.00.80.60.40.2

V女

儿

—V啊 （五

）

我啊
（

毫

安
）

85字
母

C
字

母

C

25
字

母

C

-40
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V 女儿= 1.8 V（高驱动）

V 女儿= 1.8 V（低驱动）

图 8。典型的我 啊 对 V 女

儿

–V啊

我啊 Vs V女

儿

—V啊 （高驱动）在 V 女儿 1.8 伏=

-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0

0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.00.80.30.2
V女

儿

—V啊 （五

）

我啊
（

毫

安
）

85字
母

C
25字

母

C
字

母

C

-40

图 9。典型的我 啊 对 V 女

儿

–V啊

我啊 Vs V女

儿

—V啊 （低驱动）在 V 女儿=1.8 伏

-1.4
-1.2

-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2

0
0.5 0.6 0.7 0.9 1.00.2 0.80.3 0.4

V女

儿

—V啊 （五

）

我啊
（

毫

安
）

85字
母

C
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母

C
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母

C
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V 女儿= 5.5 V（高驱动器）

V 女儿= 5.5 V（低驱动）

图 10。典型的我 OL对 V 女

儿

–VOL

我
OL

Vs V
OL
（高驱动）在 V

女

儿

= 5.5 V

0

5

10

15

20

25

21.81.61.41.20.2 10.80.60.40.1

V
OL
（五

）

我O
L （

毫

安
） 85字

母

C
字

母

C

25
字

母

C

-40

图 11。典型的我 OL对 V 女

儿

–VOL

我OLVs V OL（低驱动）在 V 女儿=5.5 伏

0

5
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15

2.01.81.61.41.20.2 1.00.80.60.40.1
VOL（五

）

我O
L 妈

）

（

字

母

C
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母

C
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母

C
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V 女儿= 3 V（高驱动器）

V 女儿= 3 V（低驱动）

图 12。典型的我 OL对 V 女

儿

–VOL

我OLVs V OL（高驱动）在 V 女

儿

= 3 V

0

5

10

15

20

0.80.60.40.20.1 1.0 1.2 1.4
VOL（五

）

我O
L （

毫

安
）

字

母

C

85
字

母

C

25
-40字

母

C

图 13。典型的我 OL对 V 女

儿

–VOL

我
OL

Vs V
OL
（低驱动）在 V

女儿
=3 伏

0
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V 女儿= 1.8 V（高驱动）

V 女儿= 1.8 V（低驱动）

3.7 供应电流特性
表 8。供应电流特性

参数 标志 V 女儿 

（五）

典型的 1 麦克斯 2 温度。

（°C）

5 2.4 毫安 5 毫安
25
85

3 2.4 毫安 —
25
85

运行供应电流 3 测量在

（F 公共汽车 = 10 兆赫）
RIDD10

1.80 1.7 毫安 —
25
85

图 14。典型的我 OL对 V 女

儿

–VOL

我OLVs V OL（高驱动）在 V 女

儿

= 1.8 V

0

1

2

3

4

5

1.00.90.80.70.60.1 0.50.40.30.2
VOL（五

）

我O
L （

毫

安
）
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母

C

85
字

母

C

25
字

母

C

-40

图 15。典型的我 OL对 V 女

儿

–VOL

我OLVs V OL（低驱动）在 V 女

儿

= 1.8 V

0
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0.4
0.6
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1
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）
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表 8。供应电流特性（续）

参数 标志 V 女儿 

（五）

典型的 1 麦克斯 2 温度。

（°C）

5
0.42 毫

安
2 毫安

25
85

3
0.42 毫

安
—

25
85

运行供应电流 3测量在

（F 公共汽车= 1.25 MHz）
RIDD1

1.80 0.3 毫安 —
25
85

5

2.4Μ 罗

马字母的

第一个字

母

5Μ 罗马

字母的第

一个字母

8Μ 罗马

字母的第

一个字母

25
85

3
2Μ 罗马

字母的第

一个字母

—
25
85

停止模式供应电流
第七个音

节女儿

1.80

1.5Μ 罗

马字母的

第一个字

母

—

25
85

5

128Μ 罗

马字母的

第一个字

母

150Μ 罗

马字母的

第一个字

母

165Μ 罗

马字母的

第一个字

母

25
85

3

121Μ 罗

马字母的

第一个字

母

—

25
85

停止的 ADC 加路器 4 —

1.80
79Μ 罗马

字母的第

一个字母

—
25
85

来自停止的 ACMP 加号

（ACME = 1）
— 5

21Μ 罗马

字母的第

一个字母

22Μ 罗

马字母的

25
85

1 Typicals are measured at 25°C.
2 Maximum value is measured at the nominal VDD voltage times 10% tolerance. Values given here are preliminary 

estimates prior to completing characterization.
3 Not include any DC loads on port pins. 
4 Required asynchronous ADC clock and LVD to be enabled.
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第一个字

母

3

18.5Μ 罗

马字母的

第一个字

母

—

25
85

1.80

17.5Μ 罗

马字母的

第一个字

母

—

25
85

5

2.4Μ 罗

马字母的

第一个字

母

2Μ 罗马

字母的第

一个字母

25
85

3

1.9Μ 罗

马字母的

第一个字

母

—

25
85来自停止的 RTI 加插器

启用 1 kHz 时钟源 5 —

1.80

1.5Μ 罗

马字母的

第一个字

母

—

25
85

5

2.1Μ 罗

马字母的

第一个字

母

2Μ 罗马

字母的第

一个字母

25
85

3

1.6Μ 罗

马字母的

第一个字

母

—

25
85来自停止的 RTI 加插器

启用 1 MHz 外部时钟源参考
—

1.80

1.2Μ 罗

马字母的

第一个字

母

—

25
85

5
70Μ 罗马

字母的第

一个字母

80Μ 罗

马字母的

第一个字

母

25
85

3
65Μ 罗马

字母的第

一个字母

—
25
85

LVI 加号从停止

（LVDE=1 和 LVDSE=1）
—

1.80
60Μ 罗马

字母的第

一个字母

—
25
85

5大多数客户会发现，可以使用停止自动唤醒，而不是更高的当前等待模式。典型的等待模式在 3V 时为 1.3 mA，在 2V 时

为 1 mA，f 公共汽车= 1 MHz。
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图 16。典型运行 I 女

儿

对 V 女

儿

对于 FEI 模式

运行我
女

儿

Vs V
女

儿

在 FEI 模式下

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

1.71.82.02.73.03.35.05.5

运行我
女儿

（毫

安）

V 女
儿
（

五

）

10兆赫

4兆赫

1.25兆赫
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3.8 外部振荡器（XOSC）特性
表 9。振荡器电气规格（温度范围=-40 至 125°C 环境）

全国

矿工

联盟

字

母

C

评分 标志 分钟 典型的 1 麦克

斯

单位

1
字

母

C

振荡器晶体或谐振器（EREFS = 1，ERCLKEN = 1）
低范围（范围=0）
高范围（范围=1）费用或 FBE 模式 2

高范围（范围=1，HGO=1）FBELP 模式

高范围（范围= 1，HGO = 0）FBELP 模式

第

六

个

罗

马

字

母洛

第

六

个

罗

马

字

母嗨

第六个罗

马字母 Hi-

hgo第六

个罗马字

母 Hi-lp

32
1
1
1

—
—
—
—

38.4
5
16
8

千

赫

兆赫

兆赫

兆赫

2 D 负载电容器
字母 C1，字

母 C2

请参阅水晶或谐振器制造商的建

议。

3 D

反馈电阻

低范围（32 kHz 至 100 kHz）
高范围（1 MHz 至 16 MHz）

字母 R 第六个

罗马字母

—
—

10 
1

—
—

罗

马

字

母

的

第

十

三

个

字

母

Ω
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4 D

串联电阻

低范围，低增益（范围=0，HGO = 0）
低范围，高增益（范围=0，HGO=1）
高范围，低增益（范围=1，HGO=0）
高范围，高增益（范围=1，HGO=1）
≥8 兆赫

4 兆赫

1 兆赫

字母 R 罗马字

母的第十九个

—
—
—

—
—
—

0
100

0

0
0
0

—
—
—

0
10
20

KΩ

5
字

母

C

水晶启动时间 3

低范围，低增益（范围=0，HGO = 0）
低范围，高增益（范围=0，HGO=1）
高范围，低增益（范围=1，HGO=0）4

高范围，高增益（范围=1，HGO=1）4

字母 T
CSTL-LP

字母 T
CSTL-HGO 
t
CSTH-LP

字母 T
CSTH-HGO

—
—
—
—

200
400

5
20

—
—
—
—

女

士

6 D
方波输入时钟频率（EREFS = 0，ERCLKEN = 1）

FEE 或 FBE 模式 2FBELP
模式

第六个罗马

字母极端的
0.03125 

0
—
—

5
40

兆赫

1 典型数据的特征为 5.0 V，25°C 或推荐值。

2 输入时钟源必须使用 RDIV 划分为 31.25 kHz 至 39.0625 kHz 的范围。

3 此参数具有特征，而不是在每台设备上进行测试。必须遵循适当的 PC 板布局程序才能达到规格。

4 4 MHz 晶体。

3.9 AC 特性

本节描述了每个外围系统的交流正时特性。

3.9.1 控制时机
 

表 10。控制时机

全国

矿工

联盟

字

母

C
参数 标志 分钟 典型的 麦克斯 单位

1 D 总线频率（tCyc= 1/f 公共汽车） 第六个罗

马字母公共

汽车

0 — 10 兆赫
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2 D 实时中断内部振荡器周期 字母 TRTI 700 1000 1300 Μ 罗

马字

母的

第十

九个

3 D 外部 RESET 脉冲宽度 1 字母

TExtrst

150 — — Ns

4 D KBI 脉冲宽度 2 字母

TKBIPW
1.5 吨 Cyc — — Ns

5 D 停止中的 KBI 脉冲宽度 1 字母

TKBIPWS

100 — — Ns

6 D
端口上升和下降时间（负载=50 pF）3

流速控制被禁用（PTxSE = 0）
启用了率控制（PTxSE = 1）

字母 T 增

强
，T

秋天
—
—

11
35

—
—

Ns

1 这是保证通过引脚输入滤波器电路的最短脉冲。较短的脉冲可能被识别，也可能无法被识别。

2 这是保证通过引脚同步电路的最小脉冲宽度。较短的脉冲可能被识别，也可能无法被识别。在停止模式下，绕过同步器，因

此在这种情况下可以识别较短的脉冲。

3 时序显示为 20%V 女儿和 80%的 V 女儿水平。温度范围-40°C 到 85°C.

图 17。重置时间

图 18。KBI 脉冲宽度

3.9.2 TPM/MTIM 模块计时

同步器电路确定可以识别的最短输入脉冲或最快的时钟，可以用作计时器计数器的可选外部

源。这些同步器从当前总线速率时钟运行。
表 11。TPM 输入计时

全国

矿工

联盟

字母

C 评分 标志 分钟 麦克斯 单位

字

母

T

Extrst

调整  

字

母

T

KBIPW

KBI 大头

针

字

母

T

KBIPW

KBI 大头

针

（上升或高水平）

（下降或低水平 ）

字

母

T

KBIPWS

字

母

T

KBIPWS
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1 D 外部时钟频率 第六个罗马

字母 TPMext

直流电 第六个罗马

字母公共汽车

/4

兆赫

2 D 外部时钟周期 字母

TTPMext

4 — 字母

TCyc

3 D 外部时钟高时间 字母 TClkh 1.5 — 字母

TCyc

4 D 外部时钟低时间 字母 TClkl 1.5 — 字母

TCyc

5 D 输入捕获脉冲宽度 字母 TICPW 1.5 — 字母

TCyc

图 19。计时器外部时钟

图 20。计时器输入捕获脉冲

3.10 模拟比较器（ACMP）电气
表 12。模拟比较器电气规格

全国

矿工

联盟

字

母

C

特征 标志 分钟 典型的 麦克斯 单位

1 D 电源电压 V 女儿 1.80 — 5.5 V

2 P 供应电流（活跃） 我 DDAC — 20 35 Μ 罗

马字母

的第一

个字母

3 D 模拟输入电压 1 VAIN V 纳粹党卫军– 
0.3

— V 女儿 V

4 P 模拟输入偏移电压 1 VAIO — 20 40 毫伏

5 字

母

C

模拟比较器滞后 1 VH 3.0 9.0 15.0 毫伏

字

母

T

TCLK

字

母

T

Clkh

字

母

T

Clkl

TCLK

字

母

T

ICPW

TPMCHn

字

母

T

ICPW

TPMCHn
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6 字

母

C

模拟源阻抗 1 字母 R 砷 — — 10 KΩ

7 P 模拟输入泄漏电流 我阿尔克 — — 1.0 Μ 罗

马字母

的第一

个字母

8 字

母

C

模拟比较器初始化延迟 字母

TAINIT

— — 1.0 Μ 罗

马字母

的第十

九个

表 12。模拟比较器电气规格（续）

全国矿

工联盟

字

母

C

特征 标志 分钟 典型的 麦克斯 单位

9 P
模拟比较器带盖参考电压

VBG 1.1 1.208 1.3 V

1这些数据具有特征，但未经过生产测试。

3.11 内部时钟源特性
表 13。内部时钟源规格

全国

矿工

联盟

字

母

C

特征 标志 分钟 典型的 1 麦克斯 单位

1 字

母

C

平均内部参考频率-未修剪 第六个罗马

字母 Int_ut

25 31.25 41.66 千赫

2 P 平均内部参考频率—修剪 第六个罗马

字母 Int_t

31.25 39.06 39.0625 千赫

3 字

母

C

DCO 输出频率范围-未修剪 第六个罗马

字母 Dco_ut

12.8 16 21.33 兆赫

4 P DCO 输出频率范围-修剪 第六个罗马

字母 Dco_t

16 20 20 兆赫

5 字

母

C

固定电压和温度下修剪的 DCO 输出频率的分辨

率
Δ 第六个罗

马字母

Dco_res_t

— —  0.2 %FDc
o

6 字

母

C

修剪的 DCO 输出频率与电压和温度的总偏差 Δ 第六个罗

马字母

Dco_t

— —  2 %FDc
o
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7 字

母

C

FLL 获取时间 2，3 字母 T 获得 — — 1 女士

8 字

母

C
停止恢复时间（FLL 唤醒到之前获得的频率）

IREFSTEN = 0
IREFSTEN = 1

T_唤醒 —
100
86

—

Μ 罗马

字母的

第十九

个

1 典型柱中的数据被定性为 3.0 V 和 5.0 V，25°C 或是典型的推荐值。

2 此参数具有特征，而不是在每台设备上进行测试。

3 本规范适用于更改 FLL 参考源或参考分频器、修剪值更改或从 FLL 禁用（FBILP）更改为启用 FLL（FEI，FBI）的任何时

间。

3.12 ADC 特性
表 14。5 伏 10 位 ADC 工作条件

字母 C 特征 情景 Symb 分钟。 典型的 最大。 单位

D 输入电压 — VADIN V 纳粹党

卫军
— V 女儿 V

字母 C 精确度 V 女儿= 2 V — — 8 位 — —

字母 C 输入电容 — 字母

CADIN
— 4.5 5.5 pF

字母 C 输入电阻 — 字母

RADIN
— 3 5 KΩ

10 位模式 fADCK> 
4MHz 
fADCK<4MHz —

—
—
—

5
10字母 C MCU 外部的模拟源电阻

8 位模式（所有有效

fADCK）

字母 R
砷

— — 10

KΩ

表 14。5 伏 10 位 ADC 运行条件（续）

字母 C 特征 情景 Symb 分钟。 典型的 最大。 单位

高速（ADLPC=0） 0.4 — 8.0
D ADC 转换时钟频率

低功耗（ADLPC=1）

第六个

罗马字

母 ADCK 0.4 — 8.0
兆赫
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简化

图 21。ADC 输入阻抗等效图

表 15. 10 位 ADC 特性

特征 情景

字

母

C
Symb 分钟 典型的 1 麦克斯 单位

供应电流

ADLPC = 1
ADLSMP = 1 
ADCO = 1

—
字

母

T
我 DDAD

— 133 —

Μ 罗

马字母

的第一

个字母

供应电流

ADLPC = 1
ADLSMP = 0
ADCO = 1

—
字

母

T
我 DDAD

— 218 —

Μ 罗

马字母

的第一

个字母

供应电流

ADLPC = 0
ADLSMP = 1 
ADCO = 1

—
字

母

T
我 DDAD

— 327 —

Μ 罗

马字母

的第一

个字母

供应电流

ADLPC = 0
ADLSMP = 0
ADCO = 1

—
字

母

C
我 DDAD

— 0.582 1 妈
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3.13 Flash Specifications
This section provides details about program/erase times and program-erase endurance for the flash 
memory. For detailed information about program/erase operations, see the reference manual.

Supply current Stop, reset, module off T IDDAD — 0.011 1 μA

ADC asynchronous clock 
source

High speed (ADLPC = 0)
T fADACK

— 3.3 —
MHz

Low power (ADLPC = 1) — 2 —

Conversion time (including 
sample time)

Short sample (ADLSMP=0)
P tADC

— 20 — ADCK 
cyclesLong sample (ADLSMP=1) — 40 —

Sample time
Short sample (ADLSMP=0)

P tADS

— 3.5 — ADCK 
cyclesLong sample (ADLSMP=1) — 23.5 —

Total unadjusted error
10 bit mode

C ETUE

— ±1 ±2.5
LSB2

8 bit mode — ±0.5 ±1.0

Differential non-linearity

10 bit mode P
DNL

— ±0.5 ±1.0
LSB2

8 bit mode T — ±0.3 ±0.5

Monotonicity and No-Missing-Codes guaranteed

Integral non-linearity
10 bit mode

C INL
— ±0.5 ±1.0

LSB2

8 bit mode — ±0.3 ±0.5

Zero-scale error
10 bit mode P

EZS

— ±0.5 ±1.5
LSB2

8 bit mode T — ±0.5 ±0.5

Full-Scale error
VADIN = VDDA

10 bit mode P
EFS

— ±0.5 ±1.5
LSB2

8 bit mode T — ±0.5 ±0.5

Quantization error
10 bit mode

D EQ

— — ±0.5
LSB2

8 bit mode — — ±0.5

Input leakage error
pad leakage3 * RAS

10 bit mode
D EIL

— ±0.2 ±2.5
LSB2

8 bit mode — ±0.1 ±1

1 Typical values assume Temp = 25 °C, fADCK = 1.0 MHz unless otherwise stated. Typical values are for reference only and are 
not tested in production.

2 1 LSB = (VREFH – VREFL)/2N

3 Based on input pad leakage current. Refer to pad electrical.

Table 16. Flash Characteristics

Characteristic Symbol Min Typical1 Max Unit

Supply voltage for program/erase VDD 2.7 — 5.5 V

Table 15. 10-bit ADC Characteristics (continued) 

Characteristic Conditions C Symb Min Typical1 Max Unit
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Figure 22. Example VPP Filtering

Program/Erase voltage VPP 11.8 12 12.2 V

VPP current
Program
Mass erase

IVPP_prog
IVPP_erase

—
—

—
—

200
100

μA
μA

Supply voltage for read operation
0 < fBus < 10 MHz

VRead 1.8 — 5.5 V

Byte program time tprog 20 — 40 μs
Mass erase time tme 500 — — ms

Cumulative program HV time2 thv — — 8 ms

Total cumulative HV time
(total of tme & thv applied to device)

thv_total — — 2 hours

HVEN to program setup time tpgs 10 — — μs
PGM/MASS to HVEN setup time tnvs 5 — — μs
HVEN hold time for PGM tnvh 5 — — μs
HVEN hold time for MASS tnvh1 100 — — μs
VPP to PGM/MASS setup time tvps 20 — — ns

HVEN to VPP hold time tvph 20 — — ns

VPP rise time3 tvrs 200 — — ns

Recovery time trcv 1 — — μs
Program/erase endurance
TL to TH = –40°C to 85°C — 1000 — — cycles

Data retention tD_ret 15 — — years
1 Typicals are measured at 25 °C.
2 thv is the cumulative high voltage programming time to the same row before next erase. Same address can not be 

programmed more than twice before next erase.
3 Fast VPP rise time may potentially trigger the ESD protection structure, which may result in over current flowing into the pad 

and cause permanent damage to the pad. External filtering for the VPP power source is recommended. An example VPP 
filter is shown in Figure 22.

Table 16. Flash Characteristics (continued)

Characteristic Symbol Min Typical1 Max Unit

100 Ω

VPP

12 V 1 nF
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Figure 23. Flash Program Timing

Figure 24. Flash Mass Erase Timing

 PGM 

 HVEN 

 VPP
2 

tvps

trs

tnvh trcv

tvph

thv

1 Next Data applies if programming multiple bytes in a single row, refer to MC9RS08KA8 Series Reference Manual.
2 VDD must be at a valid operating voltage before voltage is applied or removed from the VPP pin.

 WRITE DATA1

tnvs

tpgs

tprog

Data Next
Data

 MASS 

 HVEN 

 VPP
1 

tvps

trs

tnvh1

trcv

tvph

tme

1 VDD must be at a valid operating voltage before voltage is applied or removed from the VPP pin.

tnvs
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4 Ordering Information
This section contains ordering numbers for MC9RS08KA8 series devices. See below for an example of 
the device numbering system.

 

5 Mechanical Drawings
This following pages contain mechanical specifications for MC9RS08KA8 series package options.

• 16-pin PDIP (plastic dual in-line pin)
• 16-pin W-SOIC (wide body small outline integrated circuit)
• 16-pin TSSOP (thin shrink sSmall outline package)
• 20-pin PDIP (plastic dual in-line pin)
• 20-pin W-SOIC (wide body small outline integrated circuit)

Table 17. Device Numbering System

Device Number
Memory Package 

Flash RAM Type Designator Document No.

MC9RS08KA8
MC9RS08KA4

8K bytes
4K bytes

254 bytes
126 bytes

16 PDIP PG 98ASB42431B

16 W-SOIC WG 98ASB42567B

16 TSSOP TG 98ASH70247A

20 PDIP PJ 98ASB42899B

20 W-SOIC WJ 98ASB42343B

MC

Temperature range 

Family

Memory

Status

Core

(C = –40 °C to 85 °C)(9 = Flash-Based)

9 RS08 KA XX

(MC = Fully qualified)
Package designator (See Table 17)

8

Approximate memory size (in KB)

C
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